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  گاما تابش توسط شده پرتودهی تجاری ماسفت دزیمترهای مجدد استفاده قابلیت بررسی
 

  (2)صالح ،اشرفی -(1) *بهارک ،اسلامی

 ایران، نور پیام دانشگاه، ای هسته فیزیک گروه1
 تبریز دانشگاه، فیزیک دانشکده، ای هسته فیزیک گروه  2

 :دهيچک
. کنید  می   بررسی   را گاما تابش گیری اندازه برای یمتردز عنوان به تجاری یماسفتها از مجدد استفاده امکان مقاله این
 پلاریزاسییون  بیرای . دارد بسیتگ   تیابش  هنگام گیت پلاریزاسیون به هاآن مجدد استفاده امکان که است شده داده نشان
 دمیای  در بازپخیت  از بعید ، تابش دز گیری اندازه برای دوباره تواند م  پیموس یمتردز، ده  تابش هنگام V 8با گیت
 تیابش  دز گییری  انیدازه  بیرای  توانند م  نیز، تابش هنگام V 2گیت پلاریزاسیون با ماسفت یمتردز. شود استفاده، اتاق

 بازپخیت  را پیمیوس  زیمتیر د که است لازم، هاآن مجدد استفاده برای که است شده داده نشان ول  شوند استفاده دوباره
 .باشد  %88 از تربالا  محوشدگ  که طوری به کنیم

 دزیمتری، ماسفت، ولتاژ آستانه، تابش گاما، قابلیت استفاده مجدد :کلمات کليدي 

 : مقدمه

 ماسیفت  از اسیتفاده  بیا  یمتیری دز بیه  ای فزاینیده  علاقیه ، تکنولیوژی  اخیر پیشرفتهای با گذشته سال چند در

 بیرای  یمترهیا دز ایین [. 3-1] اسیت  میده آ وجیود  بیه ( فلیزی  اکسید رسانای نیم میدان اثر ترانزیستورهای)ها

 کیه  هنگیام   [.4-5]اند کرده زیادی پیشرفت پزشک  رادیوتراپ  و ای هسته، فضای  صنایع نظیر کاربردهای 

. شیود  می   تشکیل نآ اکسید لایه در وحفره الکترون جفتهای، گیرد م  قرار یونیزان تابش معرض در ماسفت

 ورنید آ م  پدید را اضاف  بارهای و شوند م  انداخته دام به فتماس اگسید لایه در کمتر تحرک با های حفره

 آسیتانه  ولتیاژ  مسیتقیما  تیابش  توسی   شیده  ایجاد بارهای[. 6]دهند م  تغییر را ترانزیستور های مشخصه که

 در ییونیزان  تیابش  توسی   شیده  ایجاد آستانه ولتاژ تغییرات مقاله این. دهند م  قرار تاثیر تحت را ترانزیستور

 اساسی   ضرورت دو باید ماسفت یمتردز .کند م  توصیف تابش تجمع  دز پایش روش عنوان به را هاماسفت

 ولتیاژ  در تیوجه   قابیل  تغیییر  نییز  و باشید  داشته تابش به نسبت خوب حساسیت: کند وردهآ بر را یمتریدز

                  نشود. ایجاد طولان  مدت برای شده ده  تابش ماسفت آستانه

 بایاس بردن کار به، ترانزیستور یک از بیش کردن پشته با، گیت اکسید افزایش با تواند م  حساسیت افزایش 

 اسیت  لازم، بیالا  در شده اشاره ضروریات خاطر به[. 7-8]یدآ دسته ب ده  تابش هنگام گیت روی بر مثبت

 از بعید . باشید  داشیته  وجیود  تابش دز و آستانه ولتاژ شیفت بین خطی  وابستگ ، تجرب  کاربردهای برای که

 لاییه  در بیار  رایشآ باز. باشد م  یمتریدز اطلاعات رفتن دست از، دهد م  روی که متداول  تغییرات تابش

 می   اجتنیاب  قابیل  سخت  به امر این. شود م  آستانه ولتاژ در تغییر موجب، ده  تابش از بعد ماسفت اکسید
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. نمیود  مشیاهده  محوشیدگ   محاسیبه  بیا  توان م  را تپخ باز هنگام یمتریدز اطلاعات رفتن دست از. باشد

 : شود م  زیرمحاسبه صورت وبه، بیان درصد حسب بر محوشدگ 

 
 ولتیاژ  در تغیییر و باشید  می   دهی   تابش از بعد زمان با ماسفت آستانه ولتاژ تغییر  نآ در که

 اطلاعیات  مخیرب  روغیی  سیریع  بیازخوان   شیامل  ماسیفت  یمتیر دز مزاییای . باشد م  تابش به نسبت آستانه

 قابیل  بسییار  وقیمیت ، وسییع  دز کاربرد محدوده، نیاز مورد کم بسیار توان، نآ کوچک بسیار اندازه، یمتریدز

 [. 18-9]باشد م  یمترهادز سایر با نآ ای مقایسه

 : روش کار

.  باشیند  م  N1633پ   کانال دارای تجاری ماسفت ترانزیستورهای استفاده مورد زمایشگاه آ های نمونه     

 محیی   ییک  در گیریهیا  انیدازه  تمام. اند شده ده  تابش گری5  کل دز تا Co60 تابش چشمه از استفاده با که

، دهی   تیابش  طیول  در گییت  بایاس. است شده انجام 28±8.2 ℃ محیط  دمای در شده کنترل زمایشگاه آ

 شیده  انجیام  گییت  اکسیید  ییه لا بر عمود صورت به ها نمونه تمام ده  تابش .است بوده ولت 8و 2و8 برابر

، نآ از بعید . شدند نگهداری گیت بایاس بدون روز 48 برای اتاق دمای در نمونه ها، ده  تابش از بعد. است

 کیردن  قطیع   بیا  نمونه روی بر گیریها اندازه تمام. ندا شده ده  تابش، دوم بار برای  شرای  همان در دوباره

 از اسیتفاده  بیا  ماسیفتها  انتقیال   مشخصه منحن . است شده انجام قاتا دمای در نگهداری و ده  تابش فرایند

 تابش طول در و، T0Vتابش از قبل ماسفت آستانه ولتاژ. است شده گیری اندازه WQ4832 رسانای نیم نالیزرآ

 خطی   ناحییه  وبرونییاب   GV محیور  تقیاطع  محیل  صیورت  به، انتقال  مشخصه های منحن  ازTV ونگهداری

 .  است هشد تعیین  مشخصه

 

 : نتايج

 ولتیاژ  بیرای  ودوم اول مرحله ده  تابش برای را تابش دز به آستانه ولتاژ وابستگ ( 3) و( 2)و( 1) شکلهای

 شیده  گییری  اندازه کمیت اصل با مقایسه در  گیری اندازه خطای چون. دهند م  نشان را ولت 8و2و8 بایاس

 کیه  دید توان م . است شده اجتناب مقایسه سادگ  هتج ها منحن  در خطا نمایش از، باشد م  ناچیز بسیار

 یمتیر دز حساسییت  کند م  ثابت  که دارد وجود تابش دزو آستانهولتاژ شیفت بین خط  وابستگ  یک تقریبا

 .شود تعیین زیر صورت به تواند م  گری 5 تا تابش دز برای پیموس

                                                     (3) 
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 بعد از پرتودهی اول ودوم براي دزبر حسب  آستانهرات ولتاژ تغيي( 1)شکل

 
 بعد از پرتودهی اول ودوم براي دزبر حسب  آستانهتغييرات ولتاژ  (2)شکل

 
 بعد از پرتودهی اول ودوم براي دزبر حسب  آستانهرات ولتاژ تغيي (3ل)شک
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 تجرب  طور به آستانه ولتاژ شیفت مقادیر،   بایاس ولتاژ مورد در ده  تابش ودومین اولین برای

 ده  تابش دومین برای ولتاژ شیفت مقادیر،  بایاس ولتاژ برای ول (، 1 شکل)اند کرده همپوشان 

 تابش برای آستانه ولتاژ شیفت مقادیر،  ولت8 تابش ولتاژ برای که حال  در(، 2 شکل)باشند م  بیشتر کم 

 که شود م  نتیجه( 3) تا( 1) شکلهای از همچنین(. 3 شکل)است بیشتر ای ملاحظه قابل رطو به دوم ده 

( 5)و( 4)  شکلهای. شود مس  آستانه ولتاژ شیفت افزایش به منجر بایاس ولتاژ افزایش، یکسان دز یک برای

 شود م  ظهملاح. دهند م  نشان را، ده  تابش هنگام ولت 8و2و8 گیت بایاس با ماسفت محوشدگ (، 6) و

 همچنین. باشد م ، تابش دومین از بعد محوشدگ  از بزرگتر تابش اولین از بعد اتاق دمای در محوشدگ  که

(، 1) شکل از همانطورکه. باشد م  بیشتر، تابش هنگام بالاتر گیت بایاس مقدار با ماسفت برای محوشدگ 

 م  یکسان تقریبا ولت 8بایاس برای ودوم اول ده  تابش برای آستانه ولتاژ شیفت مقادیر شود م  ملاحظه

 که دهد م  نشان این. باشد م  %88 از بیش ده  تابش ازاولین بعد محوشدگ  وجود این با، باشند

 از بعد، رو این از. نیست ماسفت یمتردز کردن استفاده دوباره برای کننده محدود فاکتور یک محوشدگ 

 همچنین. شوند استفاده دوباره تابش دز گیری اندازه برای ندتوان م  یمترهادز این اتاق دمای در بازپخت

 دیگری اضاف  بازکالیبراسیون که است ضروری ول (. 2 شکل) ده  تابش هنگام ولت 2 بایاس با های نمونه

 منحن  برای

                                                  
 فتیشی  ریمقاد نیبزیاد تفاوت  دلیل( را به 3)شکل  تیگ اسیشده بدون با  تابش ده ماسفتهای. میانجام ده

 استفاده نمود.تابش  دز یریاندازه گ یبرا دوباره توان  اول و دوم، نم  بعد از تابش ده آستانهولتاژ 

 
 تغييرات فيدينق بعد از پرتودهی اول ودوم براي (4ل)شک
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 تغييرات فيدينق بعد از پرتودهی اول ودوم براي (5)شکل

 
 تغييرات فيدينق بعد از پرتودهی اول ودوم براي (6ل)کش

 :نتيجه گيري
 ینها نسبت به ماسفتهاآ کم متیق لیبه دلقابل دسترس  یتجار یستورهایترانزبا استفاده از  یمتریدز ستمیس  طراح

 یرا برا  عه جامعهدف، ما مطال نیبه ا دنیرس یبرا باشد.  م یشکارآ یایمزا یدارا  )رادفتها(مورد استفاده در پزشک

ماسفتها را بعد از  نیاستفاده مجدد ا تیتا قابل م،یدر برابر تابش گاما، انجام داده ا یتجار یماسفتها نیپاسخ ا  بررس

 که  اول ودوم، هنگام  بعد از تابش ده آستانهولتاژ  فتیش رینشان داده شده است که مقاد .میکن  بررس  تابش ده

باشند. چنان   متفاوت م  کم ،V 2تیگ اسیبا ینها براآ که  باشند، درحال  م کسانی بایبود، تقر V 8تیگ اسیبا

بعد  محوشدگ مده است که آبدست  قتیحق نیبا در نظر گرفتن ا آستانهولتاژ  ریمقاد فتیش نیما ب  توافق نسبتا خوب
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برای اتاق  یتابش در دما نیاولبعد از  ماسفتها این اگر .است %88از   شتریبل  باشد، و  نم%188 زپختبا نیاز اول

 قرار بگیرند.استفاده گاما مورد تابش  دز یریاندازه گ یبرادوباره توانند   م ،شوندمدت معین  نگهداری 
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